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Mitsubishi Electric y la Universidad de Tokio cuantifican los factores que
reducen la resistencia de los semiconductores de potencia SiC en dos tercios

Tokio, 5 de diciembre de 2017 — Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) y la Universidad de Tokio
han anunciado hoy su avance en haber cuantificado los impactos de tres mecanismos de dispersiéon de

electrones para determinar la resistencia de los dispositivos semiconductores de potencia de carburo de
silicio (SiC) en mddulos semiconductores de potencia. Sus estudios han demostrado que se puede reducir la
resistencia en la interfaz SiC en dos tercios si se suprime la dispersién de electrones mediante las cargas, un
descubrimiento con el que esperan ayudar a reducir el consumo energético de los equipos de alimentacién

mediante la reduccién de la resistencia de los semiconductores de potencia SiC.

A partir de ahora, Mitsubishi Electric seguira perfeccionando el disefio y las especificaciones de sus
transistores de efecto de campo metal-6xido-semiconductor SiC (SiC MOSFET) para reducir ain més la
resistencia de los dispositivos semiconductores de potencia SiC. Los resultados de esta investigacion se
anunciaron en la International Electron Devices Meeting (IEDM2017) celebrada en San Francisco
(California) el 4 de diciembre (PST).
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Los resultados en los analisis de dispositivos fabricados de Mitsubishi Electric ayudaron a determinar el
impacto que tienen las cargas y la vibracidn atomica sobre la dispersion de los electrones en la interfaz SiC
es determinante. Con ayuda de la tecnologia de la Universidad de Tokio, se pudo medir el grado de
dispersion de los electrones, prestando especial atencién a la vibracion atémica. Aunque se habia demostrado
que la dispersion de electrones en la interfaz SiC esta limitada por tres factores (rugosidad de la interfaz SiC,
cargas en la interfaz SiC y la vibracion atdmica, ver Fig. 1), aln quedaba determinar la repercusion concreta
de cada factor. Para confirmar el impacto de estas cargas, se creé un SiC-MOSFET de tipo plano en el que
los electrones se alejaban de la interfaz SiC hasta varios nandémetros. Como resultado, Mitsubishi Electric y
la Universidad de Tokio lograron confirmar algo sin precedentes: la rugosidad de la interfaz SiC tiene un
efecto muy pequefio, mientras que las cargas de la interfaz SiC y la vibracion atdmica son factores
determinantes (ver Fig. 2).

En comparacion con el dispositivo SiC-MOSFET de tipo plano, la resistencia se vio reducida en dos tercios
debido a la supresion de la dispersion de electrones, lograda al alejarlos de las cargas de la interfaz SiC. El
dispositivo plano anterior utilizado para la comparacion tenia la misma estructura que el SiC-MOSFET

fabricado por Mitsubishi Electric.

Para la prueba, Mitsubishi Electric gestion6 el disefio, la fabricacion y el analisis de los factores de
limitacidn de resistencia y la Universidad de Tokio se encargd de medir los factores de dispersion de los

electrones.

Antecedentes
Los equipos de alimentacion usados en electrodomésticos, maquinaria industrial, trenes, etc. necesitan

alcanzar la méaxima eficacia en un reducido tamafio. Mitsubishi Electric estd fomentando el uso de
dispositivos semiconductores de potencia SiC para médulos semiconductores de potencia, componentes
clave de los equipos de alimentacion. Los dispositivos semiconductores de potencia SiC ofrecen una
resistencia mas baja que los dispositivos semiconductores de potencia de silicio tradicionales, de modo que,
para reducir su resistencia, es importante entender correctamente las caracteristicas de la resistencia de la
interfaz SiC. Aun asi, hasta ahora habia sido dificil medir por separado los factores de limitacién de la

resistencia que determinan la dispersion de los electrones.
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Acerca de Mitsubishi Electric Corporation

Con mas de 90 afios de experiencia en la provision de productos fiables y de alta calidad, Mitsubishi
Electric Corporation (TOKIO: 6503) es un lider mundial reconocido en la fabricacién, comercializacion y
venta de equipos eléctricos y electrénicos utilizados en el procesamiento de la informacion y las
comunicaciones, en el desarrollo espacial y las comunicaciones por satélite, en los aparatos electronicos
de consumo, en la tecnologia industrial, en la energia, en el transporte y en los equipos de construccion.
Aprovechando el espiritu de su declaracion corporativa "Changes for the Better" y su declaracion
medioambiental "Eco Changes”, Mitsubishi Electric se esfuerza por ser una empresa internacional
comprometida con el medio ambiente lider y por enriquecer la sociedad con la tecnologia. La empresa
registré ventas de grupo consolidadas de 4238,6 mil millones de yenes (unos 37,8 mil millones de délares
estadounidenses*) en el ejercicio fiscal que terminé el 31 de marzo de 2017. Para obtener mas
informacion, visite:

http://www.MitsubishiElectric.com

*Tipo de cambio de 112 yenes por dolar estadounidense, tipo concedido por el Mercado de divisas de
Tokio el 31 de marzo de 2017
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